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高温退火对AlN晶体光学性质的影响研究大尺寸氟化钙晶体的基础性能表征Li2O-B2O3助熔剂生长BPO4晶体

《人工晶体学报》讲好中国晶体的故事

Cd掺杂InSb晶体生长及热电性能研究

InSb晶体作为一种重要的III-V族窄带隙化合物半导体材料，在红

外探测与成像、磁阻传感及高速电子器件等领域具有广泛应用。上海

电机学院金敏教授团队致力于研究该晶体在热电转换领域的应用潜

力。研究发现，Cd作为受主型掺杂剂，能够调控InSb的载流子浓度

与导电类型，从而优化电导率与塞贝克系数的匹配关系，促进电输运

性能的提升。同时Cd原子的引入可能引发局域晶格畸变，增强对中

低频声子的散射，有效抑制晶格热输运，降低晶格热导率。这一双重

作用在改善InSb晶体电学性能的同时实现热输运的抑制，最终协同提

升了晶体的热电性能。

（师千惠，陈浩，林思琪，岳晓飞，刘学超，金敏）

/ 858页

Cd掺杂InSb晶体生长及热电性能研究


